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Beschreibung 



Leistungshalbieitermodul mit Deckel 

Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbieitermodul mit einem 
Kunststoffgehause, an dessen Innenseite in vorgegebenen Ab- 
standen Ftihrungen fur externe AnschluBelemente vorgesehen 
sind, mit einem als Keramikplatte ausgebildeten Gehauseboden, 
der in das Kunststof f gehause eingesetzt ist, wobei die Kera 
mikplatte auf ihrer oberen und unteren Seite eine Metallisie- 
rung aufweist, die auf der oberen, dem Gehauseinneren zuge- 
wandten Seite zur Bildung von Leiterbahnen strukturiert ist 
und die mit zumindest einem Halbleiterbauelement und Verbm- 
dungselementen bestUckt ist und einem mit dem Kunststof fge- 
hause verbindbaren Deckel. 

Solche Leistungshalbleitermodule sind seit langem bekannt. 
eei diesem Leistungshalbleitermodulen sind die Anschluiiele- 
mente fur die aufieren Anschliisse in dem Kunststof f gehause an- 
geordnet. Aus der WO 98/52221 ist ein Leistungshalbieitermo- 
dul bekannt, bei dem die AnschluBelemente in Offnungen des 
Kunststoffgehauses eingeprefit sind. Hierdurch wird die Zuver- 
lassigkeit der internen Bondverbindungen zwischen den An- 
schlulielementen und dem Substrat verbessert, da keine Gefahr 
mehr besteht, dafi die AnschluBelemente im Kunststof f gehause 
sich lockern. Das dort beschriebene Leistungshalbieitermodul 
weist entlang des Kunststoffgehauses deshalb Fuhrungselemente 
auf, in denen teilweise AnschluBelemente eingebracht sind. 
Die Anzahl und die Orte, in welchem die AnschluBelemente in 
die Fuhrungselemente eingebracht werden, sind abhangig vom 
elektrischen Aufbau innerhalb des Leistungshalbleitermodules . 
Auf das Leistungshalbieitermodul wird anschliefiend ein Deckel 
aufgebracht. Dabei ragen die AnschluBelemente aus dem Deckel 
heraus, das heiBt die AnschluBelemente sind in vorgesehene 
Offnungen in dem Deckel hindurch gesteckt. Die Offnungen sind 



GR 99 G 1036 



2 



$o angeordnet^ dafl nicht benutzte Fuhrungselemente durch den 
Deckel verschlossen sind. Der Deckel hat folglich Offnungen 
an den Stellen, an denen die Anschluiielemente durchgefuhrt 
werden sollen. Dies hat jedoch zur Folge, dali fur unter- 
schiedliche Anordnungen der Anschlufielemente bei einem Lei- 
stungshalbleitermodul unterschiedliche Deckel gefertigt wer- 
den mussen. Dies erfordert separate Werkzeuge zur Erstellung 
der Deckel und zur Bestuckung mit dem jeweiligen Leistungs- 
halbleitermodul . Hierdurch ist auch ein hoher logistischer 
Aufwand notwendig, 

Ausgehiend von diesem Stand der Technik besteht die Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung deshalb darin, ein Leistungshalb- 
leitermodul mit einem Deckel anzugeben, bei dem Anschlufiele- 
mente aus dem Deckel herausragen, wobei jedoch unabhangig von 
der Anordnung der externen Anschlufielemente das Gehauseinnere 
des Leistungshalbleitermoduls dicht verschlossen sein soil. 
Das Leistungshalbleitermodul beziehungsweise der Deckel sol- 
len ferner einfach und kostengunstig herstellbar sein. 

Erf indungsgemafi wird diese Aufgabe dadurch gelost, dafi die 
Anschlufielemente durch in den Deckel einbringbare Offnungen 
nach aufien ragen. Durch diese Maflnahme brauchen bei der Her- 
stellung des Deckels keine Offnungen an den Stellen, an denen 
Anschlufielemente vorhanden sind, vorgesehen werden. Die Off- 
nungen werden vielmehr erst dadurch erzeugt, dafi der Deckel 
auf das Leistungshalbleitermodul aufgesetzt wird und durch 
die Anschlufielemente die Offnungen an den jeweiligen Stellen 
in den Deckel eingebracht werden. Hierdurch ist es ausrei- 
chend, nur einen einzigen Deckel herzustellen, der fur alle 
denkbaren Anordnungen der Anschlufielemente in den Fuhrungs- 
elementen moglich ist. Der Herstellungsaufwand ist somit ver- 
einfacht und die Kosten sind wesentlich geringer. 
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in einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung sind n e.n- 
bringbare Offnungen in dem Deckel vorgesehen. Vortexlhaf ter-^ 
weise sind die n einbringbaren Offnungen und die n Fuhrungen 
derart angeordnet, dafi die Anschlufielemente orthogonal zum 
Gehauseboden beziehungsweise Deckel aus dem Leistungshalblex- 
termodul ragen. Dies bedeutet nichts anderes, als das dxe n 
einbringbaren Offnungen und die n Fuhrungen ubereinander an- 
geordnet sind. Die Anzahl n der einbringbaren Offnungen und 
der Fuhrungen ist folglich gleich. Der Platzhalter n steht xn 
der vorliegenden Erfindung fur die Anzahl der im Leistungs- 
halbleiteriaodul vorhandenen Fuhrungselemente beziehungswexse 
der im Deckel einbringbaren Offnungen. Durch diese Vorgehens- 
weise ist zu jedera Leistungshalbleitermodul nur noch exn exn- 
ziger Deckeltyp notwendig. 

Vorteilhafterweise weist der Deckel an Stellen der einbring- 
baren Offnungen Sollbruchstellen auf . Hierdurch wird das 
Durchstolien der einbringbaren Offnungen mittels des An- 
schlufielemente erleichtert. Die Sollbruchstellen konnen durch 
ein Vorstanzen an den Stellen der einbringbaren Offnungen er- 
zeugt werden. 

Bei der Deckelmontage bricht der Deckel punktuell an den 
Stellen der einbringbaren Offnungen auf. Es bilden sich Klap- 
pen die sich an Anschlufielemente anschmiegen . Der Deckel 
verschlieBt alle anderen, nicht durch Anschlufielemente beleg- 
ten Piatze weiterhin zuverlassig. Der Deckel ist somit kraft- 
und formschlussig mit dem Kunststof fgehause verbunden. 

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weisen die 
Anschlufielemente Nasen auf, die an der Innenseite des Kunst- 
stoffgehause anliegen und die Anschlufielemente in ihrer Lage 
fixieren. Vorzugsweise haben diese Nasen die Gestalt von Wi- 
derhaken, so dafi die Anschlufielemente eng in den Fuhrungsele- 
menten gefuhrt werden und gegen ein Herausziehen gesichert 
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sind. Es ist auch denkbar, die Anschlufielemente mit Kropfun- 
gen zu versehen, welche die Anschluiielemente in den Fiihrungs- 
elementen f ixieren . 

5 Vorzugsweise ist das Gehauseinnere zumindest teilweise mit 
einer Vergieflmasse gefullt. Dies dient zur f euchtedichten 
Kapselung. Idealerweise ist hierzu als Vergiefimasse eine 
Weichvergiefimasse und eine HartvergieBmasse auf der Weichver- 
gieiimasse vorgesehen . 

10 

Typischerweise besteht das Kunststof f gehause aus einem Rah- 
men, wobei die Anschlufielemente in dem Rahmen angeordnet 
sind. 

15 Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der nachstehenden Fi- 
guren naher erlautert. Es zeigen: 

20 

Figur 1 einen Schnitt durch ein Leistungshalbleitermodul 

mit einem Kunsts toff gehause und einem dazugehorigen 
Deckel . 



25 Figur 2 einen Draufsicht auf das Leistungshalbleitermodul 

mit Blick in das Gehauseinnere, 



Figur 3a eine Draufsicht auf die Aufienseite des erfindungs- 

gemafien Deckels, so wie dieser auf das Kunststoff- 
30 gehause aufgebracht ist und 

Figur 3b eine Draufsicht auf die Innenseite des erfindungs- 

gemaBen Deckels mit eingebrachten Offnungen und den 
Sollbruchstellen . 



35 
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Wie aus der Figur 1 zu ersehen xst, besteht das Leistungs- 
halbleitermodul 1 aus einem Kunststof f gehause 2, in das als 
Gehauseboden 6 eine Keramikplatte 5 eingesetzt ist. Diese ist 
auf der oberen Seite 7 und der unteren Seite 8 mit einer Me- 
5 tallisierung 11 versehen. Die Metallisierung 11 auf der obe- 
ren Seite 7 ist dem Gehauseinnere 15 zugewandt und ist zur 
Bildung von Leiterbahnen strukturiert . Auf dieser Seite 7 der 
Keramikplatte 5 sind Halbleiterbauelemente 9 aufgebracht. 
Diese Halbleiterbauelemente 9 sind zum Beispiel Leistungs- 

10 halbleiterbauteile wie IGBTS/ MCTs, Leistungstransitoren oder 
Leistungsdioden. Weiterhin sind Halbleiterbauelemente 9 vor- 
gesehen, die eine Steuerf unktion libernehmen. Desweiteren be- 
finden sich dort Verbindungselemente 10, die die Gestalt von 
Aluminiumdrahten aufweisen. Diese Verbindungselemente 10 wer- 

15 den tiber Bondverf ahren auf den Halbleiterbauelementen 9 be- 
ziehungsweise der Metallisierung 11 aufgebracht. 

Das Kunststof f gehause 2 ist in der Form eines Rahmens ausge- 
bildet, bei dem Anschlufielemente 4 in Fiihrungselementen 3 des 

20 Kunststof f rahmens 2 vorgesehen sind- Die AnschluBelemente 4 
sind dabei von der Oberseite her in die Fuhrungselemente 3 
eingesteckt und werden hierdurch fixiert- Die Anschlufielemen- 
te 4 weisen Nasen 14 auf, die an der Innenseite des Kunst- 
stof fgehauses 2 anliegen, Dadurch werden die Anschlufielemente 

25 4 in ihrer Lage fixiert- Diese Nasen 14 haben die Funktion 

von Widerhaken, die die Anschlulielemente 4 gegen unbeabsich- 
tigtes Herausziehen sichern- Dadurch sind die Bondverbindun- 
gen zwischen den Anschlufielementen 4 und dem Halbleiterbau- 
elementen 9 beziehungsweise der Metallisierung 11 gegen Zer- 

30 storung gesichert. Die Anschlulielemente verlaufen im Ge- 
hauseinneren in etwa parallel zum Gehauseboden 6. 

Das Leistungshalbleitermodul 1 weist ferner einen Deckel 12 
auf, der das Modul in seiner Endposition verschlieflt. Dabei 
35 sind die Anschlufielemente 4 durch Offnungen 13 in dem Deckel 



gesteckt, die in der endgiiltigen Position des Deckels aus 
diesem herausragen. Der Deckel verschliefit dabei nicht be- 
nutzte Fiihrungselemente 3. 

An der Unterseite weist das Leistungshalbleiteriaodul einen 
Kiihlkorper 16 auf, der zum einen mit dem Kunststof f gehause 2, 
zxim anderen mit dem Gehauseboden 6 verbunden ist. 

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf das Leistungshalbleitermo- 
dul 1, wobei der Gehauseboden mit dem Kunststof f gehause 2 be- 
reits verbunden ist. Aus dieser Perspektive wird ersichtlich, 
dafi die Fiihrungselemente entlang des gesamten Umfangs des 
Kunststof fgehauses 2 in regelmafligen Abstanden angebracht 
sind. Es ist selbstverstandlich nicht notwendig, die Fiih- 
rungselemente in regelmaBigen Abstanden sowie entlang des ge- 
samten Umfangs anzubringen. Nur wenige der Fiihrungselemente 3 
sind mit AnschluBelementen 4 besttickt. Durch das Vorsehen der 
Fiihrungselemente 3 entlang des gesamten Umfangs des Kunst- 
stof fgehauses 2 kann eine flexible Bestiickung des Leistungs- 
halbleitermodules erfolgen. Entsprechend der Anordnung der 
Halbleiterbauelemente konnen an den geeignetsten Positionen 
die Anschlulielemente 4 in den Fuhrungselementen 3 vorgesehen 
werden. Hierdurch sind kurze Bondverbindungen zwischen den 
Anschlufielementen und den Halbleiterbauelementen beziehungs- 
weise der Metallisierung 11 moglich. 

In Figur 3 a ist eine Draufsicht auf die Aufienseite des Dek- 
kels gezeigt, so wie er korrekt mit dem Kunststof f gehause in 
Figur 2 verbunden werden wurde. Hierbei sind bereits die Off- 
nungen 13 sichtbar, die an den Stellen der AnschluJielemente 4 
eingebracht sind. Die Offnungen 13 sind dabei erst beim Zu- 
saramenfugen des Deckels 12 und des Kunststof fgehauses 2 durch 
ein Durchstofien mit den Anschlulielementen eingebracht. In Fi- 
gur 3b ist die Innenseite, das heifit die Seite des Deckels^ 
die dem Gehauseinneren zugewandt, dargestellt. Hier ist er- 



GK i^y G 103 6 



7 



sichtlich, dafl der Deckel an den Ste.llen der Fuhrungselemente 
3 des Kunststof fgehauses 3 Sollbruchstellen 18 aufweist. Die- 
se konnen beispielsweise durch ein Vorstanzen erzeugt sein. 
Zwischen zwei einbringbaren Offnungen 13 sind jeweils Stege 

17 angeordnet, die durch das Vorsrtanzen der Sollbruchstellen 

18 verblieben sind. 
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Schutzansprliche 

1. Leistungshalbleitermodul (1) mit 

- einem als Rahmen ausgebildetem Kunststof f gehause (2), an 

5 dessen Innenseite in vorgegebenen Abstanden n Fuhrungen (3) 
fiir externe AnschluJielemente (4) vorgesehen sind, 

- einem als Keramikplatte (5) ausgebildeten Gehauseboden (6) , 
der in das Kunststof f gehause (2) eingesetzt ist, wobei die 
Keramikplatte auf ihrer oberen und \interen Seite (7,8) eine 

10 Metallisierung (11) aufweist, die auf der oberen, dem Ge- 
hauseinneren zugewandten Seite (6) zur Bildung von Leiter- 
bahnen strukturiert ist und die mit zumindest einem Halb- 
leiterbauelement (9) und Verbindungselementen (10) bestuckt 
ist, 

15 - maximal n in den Fuhrungen (3) fixierten, auliere Anschllisse 
bildenden Anschiufielem'enten, die an ihren unteren Enden 
Bondflachen aufweisen und liber die Verbindungselemente (10) 
mit dem zumindest einen Halbleiterbauelement (9) und/oder 
mit der Metallisierung (11) elektrisch verbunden sind 

20 - einem mit dem Kunststof f gehause (2) verbindbaren Deckel 
(12), 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Anschlulielemente (4) durch uber in den Deckel (12) 
einbringbare Offnungen (13) nach auflen ragen. 

25 

2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafl n einbringbare Offnungen (13) in dem Deckel (12) vorgese- 
hen sind. 

30 

3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die n einbringbaren Offnungen (13) und die n Fuhrungen 
(3) derart angeordnet sind, dafi die Anschlufielemente orthogo- 
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nal zum Gehauseboden (6) beziehungsweise Deckel (12) aus dem 
Leistungshalbleitermodul (1) ragen. 

4. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Offnungen (13) beim Zusammenfugen des Deckels (12) 
und des Kunststoffgehauses (2) durch DurchstoBen lait den An- 
schluBelementen (4) eingebracht sind. 

5. Leistungshalbleitermodul nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Deckel (12) an Stellen der einbringbaren Offnungen 
(13) Sollbruchstellen aufweist. 

6. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Deckel (12) kraftschlussig und f ormschlussig mit dem 
Kunststof fgehause (2) verbunden ist. 

7. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Anschlufielemente (4) Nasen (14) aufweisen, die an der 
innenseite des Kunststof fgehauses (2) anliegen und die An- 
schlufielemente in ihrer Lage fixieren. 

8. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Gehauseinnere (15) zumindest teilweise mit einer Ver- 
giefimasse gefullt ist. 

9. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi als Vergiefimasse eine Weichgiefimasse und eine Hartver- 
giefimasse auf der Weichvergiefimasse vorgesehen ist. 

10. Leistungshalbleitermodul nach einem der Anspruche 1 bis 9 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das Kunststof fgehause (2) als Rahmen ausgefuhrt ist. 
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